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Рассмотрены физические процессы в полупроводниках, 
полупроводниковых вентильных переходах, контактные явления 
полупроводников и металлов, а также принципы работы и конструкции 
твердотельных приборов и интегральных схем, их основные параметры и 
характеристики, конструктивно-технологические особенности и 
схемотехнические решения микроэлектроники. Отмечен переход 

современной электроники на быстропротекающие процессы и интегральное схемотехническое 
исполнение. 
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. 
Для студентов специалитета, обучающихся по специальности «Электроника и наноэлектроника». 
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